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塗布製膜可能な有機半導体材料は室温かつ真空フリーで容易にデバイス製造が可能であること

から、大面積や低コスト性を特徴とするプリンテッドエレクトロニクスへの応用が期待されてい

る。これまでに我々は、塗布法の一種であるエッジキャスト法の開発により、それぞれのチャネ

ル領域が単一の結晶ドメインからなる有機トランジスタを作製し、10 cm2/Vs を超える高い移動度

を報告してきた [1]。今回は単結晶トランジスタの低電圧駆動を目的とし、数 nm の極薄アルミナ

絶縁膜 [2]上に有機単結晶を塗布形成することによって、3 V 以下で駆動可能な単結晶有機トラン

ジスタを作製したので報告する。 

初めに、ゲート電極となるアルミニウム表面を酸素プラズマで酸化し、その表面を SAM 処理す

ることで約 1 µF/cm2 の極薄ゲート絶縁膜を形成した。その上に有機半導体である C10-DNBDT 及

び C10-DNTT をエッジキャスト法（図 1a）で塗布し、トランジスタ素子を作製した。得られた半

導体膜は図 1b のように数百µm の大きな結晶ドメインから成り、特にゲート電極の境界部におい

ても結晶ドメインが連続的に成長することが分かった。さらに、図 1c の伝達特性においては 3 V

以下の動作電圧でヒステリシスのないトランジスタ動作を示し、移動度は C10-DNBDT 及び

C10-DNTT においてそれぞれ 4 cm2/Vs、5 cm2/Vs であった。当日は SAM の種類や伝導方向の依存

性も踏まえ、詳細な議論を行う。 
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Fig. 1 (a) Schematics of edge cast 

method onto ultra-thin gate insulator. 

(b) Cross-polarized optical microscope 

image and (c) transfer characteristics of 

a C10-DNBDT single-crystalline 

transistor. 
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